FABRICACAO DE CAPACITORES METAL-OXIDO-SEMICONDUTOR

* Motivacao

Substituir o silicio (Si) por outro semicondutor em que seja
maior a mobilidade dos portadores de carga, como O
germanio (Ge), & uma das possibilidades para dar
continuidade ao avanco da microeletronicall]. Um desafio
associado a essa proposta e produzir interfaces Oxido-
germanio com a qualidade necessaria (isso €, baixissimo
numero de defeitos) para a fabricacdo de dispositivos
semicondutores do tipo metal-oxido-semicondutor (MOS).

Este trabalho teve como objetivo fabricar capacitores MOS em
Si e Ge e caracteriza-los do ponto de vista elétrico com
medicOes de corrente elétrica versus tensédo aplicada (I-V) e
capacitancia versus tensao aplicada (C-V), comparando,
posteriormente, os resultados obtidos entre os dispositivos de
Si e Ge.
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(1)Processo de limpeza com solucdo de HF(20%); Crescimento de SiO,
(120 nm a 1050°C em 1,0 atm de O, seco em um forno tubular de

guartzo).
(2)Processo de limpeza RCA[2]; Deposicao de HfO, (50 nm) por
pulverizacdo catodica reativa (Sputtering) - Laboratério de

Conformacao Nanometrica da UFRGS.

(3)Deposicao de Al (0,6 um) em forma de circulos de variados diametros
entre 0,2 e 3,0 mm por evaporacao resistiva - Laboratorio de
Microeletronica da UFRGS.

o Resultados e Discussao

Os capacitores passaram por medidas [3]I-V (corrente por tensao
aplicada) e C-V (capacitancia por tensao aplicada), dessa
maneira puderam ser avaliadas as qualidades das amostras.
Para que se tenha um capacitor de boa qualidade, a corrente que
passa por ele deve ser muito pequena conforme a tensao
aplicada sobre o dispositivo.

Nas figuras gque se seguem, podemos ver as medidas de |-V
em capacitores selecionados de cada tipo de amostras.

A menor corrente elétrica foi registrada para o isolante SiO,,
espesso se comparado ao HfO,. Dentre as amostras de HfO,,
aquelas depositadas sobre Si mostraram-se melhores que as
depositadas sobre Ge. Esse resultado sugere a existéncia de
defeitos na interface Ge/HfO,.
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Ja nas medidas de C-V espera-se obter estados de acumulacéo,
deplecéao e inversao bem definidos, o que nao foi obtido nessas
amostras; o motivo disso ainda esta sendo investigado.

« Conclusao

Observamos os resultados esperados nas medidas -V, porem
ISSO nao aconteceu nas medidas C-V. Concluimos, portanto, que
os filmes finos de SiO, e HfO, estdao se comportando
adequadamente como isolantes elétricos, mas 0s processos de
fabricacao que utilizamos resultaram em defeitos nas interfaces
oxido/semicondutor.
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